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(57) Hauptanspruch: Leistungshalbleitermodulsystem
umfassend

— einen Baugruppentrager (200), der ein Gehause (300)
aufweist, sowie mehrere Steckplatze, in die jeweils ein
Leistungshalbleitermodul (1) eingesteckt werden kann;
und

— ein Leistungshalbleitermodul (1), das eine Leistungs-
halbleiter-Baugruppe (100) und einen Kuhlkorper (90)
umfasst,

wobei die Leistungshalbleiter-Baugruppe (100) einen Tra-
ger (50) mit zwei einander gegenulberliegenden, jeweils
eine Metallisierung (53, 54) aufweisende Seiten (51, 52)
umfasst, auf denen jeweils wenigstens ein Leistungshalb-
leiterbauelement (10a—e, 20a-e, 30a—e, 40a—e) angeord-
net ist,

(b) die Leistungshalbleiter-Baugruppe (100) zu ihrer elek-
trischen Kontaktierung steckbare Anschlusskontakte
(101a, 113, 103b, 103a, 101b, 102a, 103c, 123, 102c,
102b) aufweist, mit welchen das Leistungshalbleitermodul
(1) in den Baugruppentrager (200) einschiebbar ist, wobei
(c) der Kihlkérper (90) einen ersten Kihlkérperabschnitt
(90a) und einen zweiten Kuhlkdrperabschnitt (90b) sowie
einen zwischen diesen Kuihlkdrperabschnitten (90a, 90b)
angeordneten Raumbereich (91) aufweist, in den die Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe (100) zumindest teilweise ein-
fihrbar ist, so dass zumindest eines der Leistungshalblei-
terbauelemente (10a—e, 20a-e,...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leistungshalbleiter-
modulsystem mit einem Leistungshalbleitermodul.
Derartige Leistungshalbleitermodule enthalten Gbli-
cherweise ein oder mehrere Leistungshalbleiterbau-
elemente, beispielsweise IGBTs, Dioden, usw., die
auf einem Trager angeordnet und elektrisch mitein-
ander verschaltet sind. Dadurch entsteht eine Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe, die bei bestimmten
Schaltungsanwendungen mit einer oder mehreren
gleichartigen Leistungshalbleiter-Baugruppen elek-
trisch verschaltet werden muss. Die elektrische Ver-
schaltung erfolgt dabei Ublicherweise mittels
Schraubklemmen.

[0002] Des weiteren weisen derartige Leistungs-
halbleiter-Baugruppen eine relative hohe Warmeent-
wicklung auf, so dass entsprechende MalRnahmen
zur Warmeabfuhr erforderlich sind. In der Regel wird
dazu ein Kuhlkérper verwendet, der mit der Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe in thermischen Kontakt
gebracht wird.

[0003] Istim Servicefall ein Austausch einer derarti-
gen Leistungshalbleiter-Baugruppe erforderlich, so
mussen hierzu die elektrischen Verbindungen geldst
und der Kuhlkérper entfernt werden. Nach dem Aus-
tausch der Leistungshalbleiter-Baugruppe mussen
die entsprechenden elektrischen Verbindungen wie-
derhergestellt und der Kihlkérper montiert werden,
was entsprechend viel Zeit erfordert, sich dement-
sprechend also in Kosten flir Ausfallzeiten der Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe sowie in den Servicekos-
ten niederschlagt.

[0004] Aus der DE 100 38 161 A1 ist eine Anord-
nung mit mehreren Speichermodulen bekannt, von
denen jedes eine zweiseitig mit Speicherbauteilen
bestlickte Leiterplatte aufweist, die in einen separa-
ten Sockel eingeschoben ist und dort elektrisch kon-
taktiert wird. Auflerdem ist auf jedes Speichermodul
eine klammerartige Kuhlvorrichtung aufgesetzt, die
zwei gegenuberliegende Kihlplatten aufweist, zwi-
schen denen das betreffende Speichermodul ange-
ordnet ist.

[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Leistungshalbleitermodulsystem bereitzu-
stellen, bei dem ein Leistungshalbleitermodul auf ein-
fache Weise schnell und kostenglinstig montiert bzw.
ausgetauscht werden kann.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Leistungshalb-
leitermodulsystem gemaf Anspruch 1 gelést. Vorteil-
hafte Ausfihrungsformen und Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand von Unteranspriichen.

[0007] Das erfindungsgemale Leistungshalbleiter-
modulsystem umfasst einen Baugruppentrager mit

einem Gehause, sowie mit mehreren Steckplatzen,
in die jeweils ein Leistungshalbleitermodul einge-
steckt werden kann. Das Leistungshalbleitermodul-
system weist weiterhin ein Leistungshalbleitermodul
mit einer Leistungshalbleiter-Baugruppe und einem
Kihlkérper auf, wobei die Leistungshalbleiter-Bau-
gruppe einen Trager mit zwei einander gegenuberlie-
genden, jeweils eine Metallisierung aufweisende Sei-
ten umfasst, auf denen jeweils wenigstens ein Leis-
tungshalbleiterbauelement angeordnet ist. Des wei-
teren weist die Leistungshalbleiter-Baugruppe zu ih-
rer elektrischen Kontaktierung steckbare Anschluss-
kontakte auf, mit welchen das Leistungshalbleitermo-
dul in den Baugruppentrager einschiebbar ist. Der
Kihlkérper umfasst einen ersten Kuhlkérperabschnitt
und einen zweiten Kihlkérperabschnitt, sowie einen
zwischen diesen Kihlkdrperabschnitten angeordne-
ten Raumbereich auf. In diesen Raumbereich ist die
Leistungshalbleiter-Baugruppe zumindest teilweise
einflihrbar, so dass zumindest eines der Leistungs-
halbleiterbauelemente (10a—e, 20a—e, 30a-¢, 40a—¢)
mit dem Kuhlkérper (90) in thermischem Kontakt
steht. Der Kuhlkoérper weist einen Teil einer Rastvor-
richtung auf, dessen korrespondierender Teil ein Be-
standteil des Gehauses des Baugruppentragers ist.

[0008] Die Leistungshalbleiter-Baugruppe und ein
auf diese aufgesteckter Kiihlkérper bilden somit eine
Einheit und kénnen daher auf einfache Weise ge-
meinsam montiert bzw. demontiert werden.

[0009] Ein Ausflihrungsbeispiel eines erfindungsge-
malen Leistungshalbleitermoduls und eines Bau-
gruppentragers wird nachfolgend anhand der beige-
fugten Figuren naher erlautert. Es zeigen:

[0010] Eig. 1 das Schaltbild eines erfindungsgema-
Ren Halbleitermoduls,

[0011] Fig. 2a eine Draufsicht auf eine erste Seite
einer Leistungshalbleiter-Baugruppe eines erfin-
dungsgemalen Halbleitermoduls,

[0012] Fig.2b einen Querschnitt durch die Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe gemal Fig. 2a,

[0013] Fig. 2c eine Draufsicht auf eine der ersten
Seite der Leistungshalbleiter-Baugruppe gemaf den
Fig. 2a und Fig. 2b gegenuberliegende zweite Seite,

[0014] Fig.3 ein erfindungsgemales Leistungs-
halbleitermodul mit einer in den Hohlraum eines
Kuhlkdrpers eingesteckten Leistungshalbleiter-Bau-
gruppe, das in einen Baugruppentrager eingesteckt
ist, im Querschnitt,

[0015] Eig.4 eine Anzahl von Leistungshalbleiter-
modulen gemal Fiqg. 3, die in demselben Baugrup-
pentrager eingesteckt sind im Querschnitt,
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[0016] Fig. 5 eine Seitenansicht auf eine Anzahl in
einem Baugruppentrager eingesteckter Leistungs-
halbleitermodule,

[0017] Fig. 5b eine Rastvorrichtung, mittels der ein
erfindungsgemafles Leistungshalbleitermodul mit
dem Gehause eines Baugruppentragers einrastbar
ist, im Querschnitt,

[0018] Fig. 6 einen Ausschnitt eines in ein Gehause
eingeschobener Leistungshalbleitermoduls, das an
seinem offenen Ende mit einer Klammer versehen
ist, im Querschnitt,

[0019] Fig.7a eine Draufsicht auf das mit einer
Klammer versehene Leistungshalbleitermodul ge-

maf Fig. 6,

[0020] Fig.7b eine Seitenansicht des mit einer
Klammer versehenen Leistungshalbleitermoduls ge-

mal Fig. 7a,

[0021] Fig. 7c eine Rastvorrichtung, mittels der ein
erfindungsgemafles Leistungshalbleitermodul mit
dem Gehause eines Baugruppentragers verrastbar
ist, im Querschnitt, und

[0022] Fig. 8 eine Seitenansicht eines in einem Ge-
hause angeordneten Baugruppentragers mit einer
Anzahl von Sammelleitern.

[0023] Fig. 1 zeigt ein Schaltbild einer Halbbricke,
wie sie gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform
in einem erfindungsgemafen Leistungshalbleitermo-
dul realisiert ist. Samtliche in dem Schaltbild darge-
stellten Komponenten sind in einer Leistungshalblei-
ter-Baugruppe 100 eines erfindungsgemalfien Leis-
tungshalbleitermoduls enthalten.

[0024] Die Leistungshalbleiter-Baugruppe 100 um-
fasst einen ersten und einen zweiten IGBT 10 bzw.
20. Zur Laststrecke des ersten IGBTs 10 ist eine erste
Diode 30 parallel geschaltet. Entsprechend ist zur
Laststrecke des zweiten IGBTs 20 eine zweite Diode
40 parallel geschaltet. Zu ihrer duRReren elektrischen
Kontaktierung weist die Leistungshalbleiter-Baugrup-
pe 100 eine Anzahl von Anschlusskontakten 101,
102, 103, 111, 113, 121 und 123 auf.

[0025] Der Kollektor 12 des ersten IGBTs 10 und die
Kathode 32 der ersten Diode 30 sind miteinander so-
wie mit dem ersten Anschlusskontakt 101, der dem
Eingang fir die positive Spannungsversorgung ent-
spricht, elektrisch verbunden. Der Emitter 21 des
zweiten IGBTs 20 ist mit der Anode 41 der zweiten Di-
ode 40 sowie mit dem zweiten Anschlusskontakt 102
der Leistungshalbleiter-Baugruppe 100, der den Ein-
gang fur die negative Versorgungsspannung der
Halbbriicke darstellt, elektrisch verbunden. Des wei-
teren sind der Emitter 11 des ersten IGBT 10, der Kol-

lektor 22 des zweiten IGBT 20, die Anode 31 der ers-
ten Diode 30 und die Kathode 42 der zweiten Diode
40 untereinander sowie mit einem dritten Anschluss-
kontakt 103 der Leistungshalbleiter-Baugruppe 100
verbunden. Der dritte Anschlusskontakt 103 stellt
den Ausgang der Halbbriicke, d. h. deren Lastan-
schluss dar.

[0026] Die gezeigte Halbbriicke weist einen oberen
Halbbriickenzweig und einen unteren Halbbri-
ckenzweig auf. Der obere Halbbriickenzweig umfasst
den ersten IGBT 10 und die erste Diode 30, sowie ei-
nen ersten Gate-Widerstand 61. Entsprechend um-
fasst der untere Halbbriickenzweig den zweiten IGBT
20, die zweite Diode 40 sowie einen zweiten
Gate-Widerstand 62. Der Emitter 11 des ersten IGBT
10 ist mit einem vierten Anschlusskontakt 111 der
Leistungshalbleiter-Baugruppe 100 verbunden. Des
weiteren ist ein Gate 13 des ersten IBGTs 10 Uber
den ersten Gate-Widerstand 61 mit einem flinften An-
schlusskontakt 113 der Leistungshalbleiter-Baugrup-
pe 100 verbunden. Der Emitter 21 des zweiten IGBT
20 ist mit einem sechsten Anschlusskontakt 123 der
Leistungshalbleiter-Baugruppe verbunden. Ein Gate
23 des zweiten IGBT 20 ist Uber den zweiten
Gate-Widerstand 62 mit einem siebten Anschluss-
kontakt 123 der Leistungshalbleiter-Baugruppe 100
verbunden. Der fliinfte Anschlusskontakt 113 stellt
den Steueranschluss des oberen Halbbri-
ckenzweigs dar. Entsprechend stellt der siebte An-
schlusskontakt 123 den Steueranschluss des unte-
ren Halbbrickenzweigs dar.

[0027] Fig.2a zeigt eine Leistungshalbleiter-Bau-
gruppe eines erfindungsgemafen Leistungshalblei-
termoduls in Draufsicht. Die Leistungshalbleiter-Bau-
gruppe 100 umfasst einen Trager 50, der vorzugs-
weise plattenartig ausgebildet ist und der eine belie-
bige, vorzugsweise rechteckige Form aufweist. Der
Trager 50 ist bevorzugt aus keramischem Material
oder aus Kunststoff gebildet. Der Trager kann jedoch
ebenso aus Metall, beispielsweise aus Kupfer, Alumi-
nium oder Legierungen dieser sowie anderer Metalle,
gebildet und als Stranggussprofil hergestellt sein.

[0028] Die in Fig. 2a gezeigte Ansicht zeigt eine
erste Seite 51 des Tragers 50, die eine strukturierte
Metallisierung 53 mit Abschnitten 101a, 101b, 101c,
103a, 103b und 113 aufweist. Die Abschnitte 101a,
101b und 101c sind elektrisch leitend miteinander
verbunden und entsprechen dem in Fig. 1 gezeigten
Anschluss 101. Ebenso sind die Abschnitte 103a und
103b elektrisch leitend miteinander verbunden und
entsprechen dem in Fig. 1 gezeigten Anschluss 103.

[0029] Auf der ersten Seite 51 des Tragers 50 ist
eine Anzahl von IGBT-Chips 10a-10e angeordnet.
Die IGBT-Chips 10a—10e sind zueinander parallel ge-
schaltet und bilden zusammen den in Fig. 1 darge-
stellten ersten IGBT 10. Die Kollektor-Anschliisse der
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IGBT-Chips 10a-10e der strukturierten Metallisie-
rung 53 zugewandt und elektrisch leitend mit dem
Abschnitt 101¢ der Metallisierung 53 verbunden, be-
vorzugt mit diesem verlotet.

[0030] Aufihrer der Metallisierung 53 abgewandten
Seite weisen die IGBT-Chips 10a—10e jeweils einen
Gate-Anschluss 13a-13e sowie Emitter-Anschlisse
11a-11e auf. Die elektrische Verschaltung dieser der
Metallisierung 53 abgewandten Seite der IGBT-Chips
10a-10e erfolgt mittels einer Folientechnik, wie dies
in Fig. 2a beispielhaft anhand der Gate-Anschlisse
13a-13e veranschaulicht ist. Die Gate-Anschlisse
13a-13e sind mittels Verbindungsleitungen 73 elek-
trisch leitend miteinander verbunden. Die miteinan-
der verbunden Gate-Anschlisse 13a-13e sind des
weiteren Uber den ersten Gate-Widerstand 61 leitend
mit einem Abschnitt 113 der strukturierten Metallisie-
rung 53 verbunden. Der Abschnitt 113 stellt den funf-
ten Anschlusskontakt 113 der Leistungshalblei-
ter-Baugruppe 100, als deren Steueranschluss fir
den oberen Halbbrickenzweig, dar.

[0031] Die Verbindungsleitungen 73 sind vorzugs-
weise als flache, elektrisch leitende, beispielsweise
metallische Leiterbahnen ausgefuhrt. Die Verbin-
dungsleitungen 73 sowie eine Verbindungsleitung
75, die den ersten Gate-Widerstand 61 mit dem Ab-
schnitt 113 der strukturierten Metallisierung 53 ver-
bindet, sind Bestandteil der erwahnten Folientechnik.
Im Rahmen dieser Folientechnik kann der erste
Gate-Widerstand 61 als Schichtwiderstand ausge-
fuhrt sein.

[0032] Um die Verbindungsleitungen 73, 75 bzw.
den ersten Gate-Widerstand 61 gegeniber anderen
Komponenten der Leistungshalbleiter-Baugruppe
100 elektrisch zu isolieren, ist in Eig. 2a beispielhaft
eine erste Isolierfolie 71 dargestellt, die insbesondere
zwischen den Verbindungsleitungen 73, 75 bzw. dem
ersten Gate-Widerstand 61 und den Abschnitten
101a, 103b, 103a und 101b der strukturierten Metal-
lisierung 53 sowie den Emitter-Anschliissen 11a-11e
angeordnet ist. Auch die erste Isolierfolie 71 ist Be-
standteil der erwahnten Folientechnik.

[0033] Die Emitteranschlisse 11a—11e sind in ent-
sprechender Weise, was in Fig. 2a nicht dargestellt
ist, mit dem Abschnitt 103a der strukturierten Metalli-
sierung 53 elektrisch leitend verbunden.

[0034] Auf der ersten Seite 51 des Tragers 50 sind
auflerdem Dioden-Chips 30a-30e angeordnet, deren
Kathoden-Anschliisse dem Abschnitt 101¢ der struk-
turierten Metallisierung 53 zugewandt und elektrisch
leitend mit diesem verbunden sind. Die der struktu-
rierten Metallisierung 53 abgewandten Anodenan-
schliusse 31a-31e der Dioden-Chips 30a-30e sind,
was in Fig. 2a nicht dargestellt ist, mittels der Folien-
technik elektrisch leitend mit dem Abschnitt 103a der

strukturierten Metallisierung 53 verbunden. Die Dio-
den-Chips 30a-30e bilden zusammen die in Fig. 1
dargestellte erste Diode 30.

[0035] Um die in der beschriebenen Weise auf der
ersten Seite 51 des Tragers 50 angeordneten Kom-
ponenten elektrisch voneinander zu isolieren und die
Méoglichkeit zur Kontaktierung mit einem Kuhlkérper
zu schaffen, kann auf der ersten Seite 51 des Tragers
50 noch ein elastischer, warmeleitender Isolator an-
geordnet sein, der beispielsweise aus einem mit war-
meleitenden Flllstoffen angereicherten Elastomer
gebildet sein kann. Mittels eines derartigen elasti-
schen, warmeleitenden Isolators ist es mdglich, eine
bevorzugt ebene, gleichmafige Oberflache zu schaf-
fen, die sich zur thermischen Kontaktierung mit ei-
nem Kuhlkérper eignet.

[0036] Eine Ansicht der Leistungshalbleiter-Bau-
gruppe 100 von einer der ersten Seite 51 gegenuber-
liegenden zweiten Seite 52 des Tragers 50 ist in
Fig. 2c dargestellt.

[0037] Die zweite Seite 52 weist eine strukturierte
Metallisierung 54 mit Abschnitten 102a, 102b, 102c,
103c, 103d und 123 auf. Die Abschnitte 102a, 102b
und 102c¢ sind elektrisch leitend miteinander verbun-
den und entsprechen dem in Eig. 1 gezeigten An-
schluss 102. Ebenso sind die Abschnitte 103¢ und
103c elektrisch leitend miteinander sowie mittels
nicht dargestellter Durchkontaktierungen mit den in
Eig. 2a dargestellten, auf der ersten Seite 51 des Tra-
gers 50 angeordneten Abschnitten 103a und 103b
elektrisch verbunden und entsprechen elektrisch
dem in Eig. 1 gezeigten Anschluss 103.

[0038] Des weiteren ist auf der zweiten Seite 52
eine Anzahl IGBT-Chips 20a-20e angeordnet, die
parallel zueinander geschaltet sind und die zusam-
men den in Fig. 1 dargestellten zweiten IGBT 20 bil-
den. Entsprechend ist auf der zweiten Seite 52 des
Tragers 50 eine Anzahl Dioden-Chips 40a—40e ange-
ordnet, die ebenfalls parallel zueinander geschaltet
sind und die zusammen die in ebenfalls in Eiqg. 1 dar-
gestellte zweite Diode 40 bilden.

[0039] Die Kollektoren der IGBT-Chips 20a-20e
sind auf deren dem Abschnitt 103d der strukturierten
Metallisierung 54 zugewandten Seite angeordnet
und elektrisch leitend mit diesem Abschnitt 103b
elektrisch verbunden, bevorzugt mit diesem Ab-
schnitt 103b verlétet. Entsprechend sind die Katho-
den-Anschlisse der Dioden-Chips 40a—40e auf de-
ren dem Abschnitt 103d zugewandten Seite ange-
ordnet und elektrisch leitend mit diesem Abschnitt
103d verbunden.

[0040] Auf der der Metallisierung 54 des Tragers 50
abgewandten Seite der IGBT-Chips 20a-20e bzw.
der Dioden-Chips 40a-40e sind deren Gate-An-
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schlisse der 23a-23e, deren Emitteranschlisse
21a-21e bzw. deren Anoden-Anschlisse 41a—41e
angeordnet und mittels einer Folientechnik, wie an-
hand von Fig. 2a erlautert, elektrisch verschaltet.
Diese Verschaltung ist in Fig. 2c beispielhaft fur die
Gate-Anschlisse 23a-23e der IGBT-Chips 20a-20e
gezeigt. Die Verschaltung erfolgt mittels Verbin-
dungsleitungen 74, 76 bzw. mittels eines bevorzugt
als Schicht-Widerstand ausgebildeten zweiten
Gate-Widerstands 62. Die Verbindungsleitungen 74,
76 und der zweite Gate-Widerstand 62 entsprechen
den auf der ersten Seite 51 angeordneten Verbin-
dungsleitungen 73, 75 bzw. dem ersten Gate-Wider-
stand 61. Zur elektrischen Isolierung der Verbin-
dungsleitungen 74, 76 bzw. des zweiten Gate-Wider-
stands 62 ist eine zweite Isolierfolie 72 vorgesehen.

[0041] Die Abschnitte 101a, 113, 103b, 103a und
101b der strukturierten Metallisierung 53 der ersten
Seite 51 des Tragers 50 sowie die Abschnitte 102a,
103c, 123, 102c und 102b der strukturierten Metalli-
sierung 54 der zweiten Seite 52 des Tragers sind, wie
aus den Fig. 2a bzw. Fig. 2¢ ersichtlich, entlang ei-
nes ersten Randes 50a des Tragers 50 angeordnet
und bilden Anschlusskontakte der Leistungshalblei-
ter-Baugruppe 100. Diese Anschlusskontakte sind
als Abschnitte der strukturierten Metallisierungen 53,
54 des Tragers und daher bevorzugt flachig ausgebil-
det, so dass der am Rand 50a angeordnete und mit
den Anschlusskontakten versehene Abschnitt des
Tragers 50 eine Kontaktleiste 50b bildet, mittels der
die das erfindungsgemale Leistungshalbleitermodul
1 steckbar kontaktiert werden kann. Bei einer derarti-
gen Kontaktleiste 50b kdnnen alle oder einzelne An-
schlusskontakte 101a, 113, 103b, 103a, 101b, 102a,
103c, 123, 102c und 102b, wie in den Fig. 2a und
Fig. 2b dargestellt, vom Rand 50a beabstandet sein.
Ebenso kénnen sich jedoch alle oder einzelne An-
schlusskontakte 101a, 113, 103b, 103a, 101b, 102a,
103c, 123, 102¢c und 102b bis zum Rand 50a hin er-
strecken.

[0042] Fig. 2b zeigt einen Querschnitt durch die
Leistungshalbleiter-Baugruppe 100 in der in den
Fig. 2a und Fig. 2¢c dargestellten Ebene A-A'.

[0043] Gemal einer bevorzugten Ausfliihrungsform
der Erfindung sind, wie in Fig. 2b dargestellt, Halblei-
terchips, bevorzugt einander entsprechende Halblei-
ter-Chips 10a-10e und 20a-20e, in Bezug auf den
Trager 50 einander gegenuberliegend angeordnet.
Hieraus ergibt sich ein Vorteil bezlglich der Krafte-
verteilung, wenn an die einander gegenuberliegen-
den Seiten 51, 52 der Leistungshalbleiter-Baugruppe
100 beispielsweise ein Kihlkérper angepresst wird.

[0044] In Fig.2b sind des weiteren die in den
Fig. 2a bzw. Fig. 2¢c nicht dargestellten elastischen,
warmeleitenden Isolatoren 81, 82 gezeigt. Die elasti-
schen, warmeleitenden Isolatoren 81, 82 isolieren die

auf den ersten bzw. zweiten Seiten 51 bzw. 52 des
Tragers 50 angeordneten elektrischen Komponen-
ten. Des weiteren flllen die elastischen, warmeleiten-
den Isolatoren 81, 82 gegebenenfalls vorhandene
Hohlrdume auf und schaffen eine gleichmafige, be-
vorzugt ebene Oberflache, die sich zur thermischen
Kontaktierung mit einem Kuhlkdrper eignet.

[0045] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemales steckba-
res Leistungshalbleitermodul 1. Das Leistungshalb-
leitermodul 1 umfasst eine Leistungshalbleiter-Bau-
gruppe 100 gemal den Fig. 2a-Fig. 2c und ist in ei-
ner in den Fig. 2a-Fig. 2c eingezeichneten Schnitte-
bene B-B' dargestellt.

[0046] Die Leistungshalbleiter-Baugruppe 100 ist
teilweise durch eine Offnung eines Kuhlkarpers in ei-
nen Hohlraum 91 des Kuhlkdrpers 90 eingeschoben.
Zwischen der Leistungshalbleiter-Baugruppe 100
und dem Kihlkérper 90 ist optional eine bevorzugt
warmeleitende Isolierschicht 80 angeordnet, um die
elektrische Isolierung zwischen dem Kihlkérper 90
und der Leistungshalbleiter-Baugruppe 100 zu ge-
wahrleisten, ohne den Warmeubergang zwischen
diesen Komponenten wesentlich zu beeintrachtigen.

[0047] Der Kihlkorper 90 umfasst zwei Kiihlkérper-
abschnitte 90a, 90b, die bevorzugt als zwei zueinan-
der symmetrischen Halften ausgebildet sind, und die
Uber einen Verbindungssteg 96 des Kuhlkorpers 90
miteinander verbunden sind. Der Kihlkérper 90 ist
bevorzugt einstiickig ausgebildet, kann jedoch auch
aus zwei oder mehreren miteinander verbundenen,
beispielsweise verschraubten, vernieteten oder ver-
klammerten Komponenten bestehen. Im Hohlraum
91 des Kuhlkoérpers 90 sind einander zugewandt, je-
doch durch einen Spalt 93 voneinander beabstandet,
zwei Anschlage 92 angeordnet. Jeweils einer der An-
schlage 92 ist mit einem der einander gegeniberlie-
genden Kuhlkérperabschnitte 90a, 90b und bevor-
zugt einstickig mit dem betreffenden Kihlkérperab-
schnitt 90a bzw. 90b ausgebildet. Der Kiihlkérper 90
ist vorzugsweise so ausgestaltet, dass seine beiden
Kuhlkdérperabschnitte 90a, 90b in einem gewissen
Winkelbereich elastisch um eine Ruhelage aufeinan-
der zu und voneinander weg biegbar sind. Die Di-
mensionierung der entsprechenden Krafte ist dabei
so gewahlt, dass der auf die eingeschobene Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe 100 angepasste Kihlkor-
per 90 einen Anpressdruck auf die Leistungshalblei-
ter-Baugruppe 100 ausubt, so dass ein guter Warme-
Ubergang zwischen der Leistungshalbleiter-Baugrup-
pe 100 und dem Kihlkérper 90 gewahrleistet ist.

[0048] Die maximale Einschubtiefe der Leistungs-
halbleiter-Baugruppe 100 ist durch die Position der
an den Kihlkérperabschnitte 90a, 90b angeordneten
Anschlage 92 vorgegeben.

[0049] Der nach dem Einschieben der Leistungs-
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halbleiter-Baugruppe 100 zwischen den Anschlagen
92 und dem Verbindungssteg 96 verbleibende Ab-
schnitt des Hohlraums 91 kann beim Betrieb des
Leistungshalbleitermoduls 1 von einem kiihlenden
Medium, beispielsweise von Luft, durchstrémt wer-
den. Der Kuhlkoérper ist bevorzugt aus einem gut war-
meleitenden Material, beispielsweise Aluminium,
Kupfer oder einer Legierung dieser Metalle gebildet
und kann sowohl eine glatte Oberflache als auch eine
oberflachenvergréRernde Struktur wie z. B. Kuhlrip-
pen aufweisen.

[0050] Der Kuhlkorper 90 weist verallgemeinert, an-
stelle eines durch eine Offnung zugénglichen Hohl-
raumes 91, einen Raumbereich auf, der zwischen
den Kuhlkérperabschnitten 90a und 90b angeordnet
ist und in den eine Leistungshalbleiter-Baugruppe
100 zumindest teilweise einfihrbar ist.

[0051] Ein Abschnitt des mit den strukturierten Me-
tallisierungen 53, 54 versehenen Tragers 50 ragt aus
dem Hohlraum 91 des Kiihlkérpers 90 Uber diesen hi-
naus, so dass die Metallisierungen 53, 54 zur elektri-
schen Kontaktierung des erfindungsgemafen Leis-
tungshalbleitermoduls 1 genutzt werden kénnen.

[0052] Die elektrische Kontaktierung kann bei-
spielsweise mittels eines im oberen Bereich von
Fig. 3 gezeigten Anschlusssystems erfolgen. Das
Anschlusssystem weist zwei einander gegentiberlie-
gende Anschlusskontakte 205, 206 mit jeweils einer
Kontaktfeder 207 bzw. 208 auf, wobei der Abstand
der Kontaktfedern 207 und 208 so gewahlt ist, dass
sie nach dem Einschieben des Leistungshalbleiter-
moduls 1 in das Anschlusssystem auseinanderge-
drickt werden und infolgedessen einen Anpress-
druck auf die Metallisierungen 53 bzw. 54 des Tra-
gers 50 ausiben, so dass zwischen den Kontaktfe-
dern 207, 208 und den mit diesen kontaktierten struk-
turierten Metallisierungen 53 bzw. 54 der Leistungs-
halbleiter-Baugruppe 100 ein niedriger elektrischer
Ubergangswiderstand vorliegt.

[0053] Die Kontaktfedern 207, 208 sind Bestandtei-
le der Anschlusskontakte 205 bzw. 206, die elektrisch
leitend mit Metallisierungen 203, 204 eines Baugrup-
pentragers 200 verbunden sind. Der Baugruppentra-
ger 200 kann entsprechend wie eine mit Leiterbah-
nen versehende elektrische Leiterplatte ausgebildet
sein. Der Baugruppentrager 200 ist bevorzugt auf
zwei einander gegenlberliegenden Seiten mit struk-
turierten Metallisierungen 203, 204 versehen. Weist
der Baugruppentrager 200 zwei oder mehr struktu-
rierte Metallisierungen 203, 204 auf, so kénnen ein-
ander gegenuberliegende, voneinander beabstande-
te Metallisierungen 203, 204 mittels Durchkontaktie-
rungen 209 elektrisch miteinander verbunden wer-
den.

[0054] Die Kontaktfedern 207, 208 kontaktieren die

Leistungshalbleiter-Baugruppe 100 bevorzugt von-
einander gegeniberliegenden Seiten. Optional kann
jedoch auch nur eine Kontaktfeder 207 oder 208 vor-
gesehen sein. Ebenso kénnen zwar zwei Kontaktfe-
dern 207 und 208 vorgesehen sein, von denen je-
doch nur eine eine Metallisierung 53 oder 54 des Tra-
gers 50 kontaktiert.

[0055] Fig. 4 zeigt einen Baugruppentrager 200, in
den mehrere Leistungshalbleitermodule 1, wie in
Fig. 3 gezeigt, eingeschoben sind. Die einzelnen
Leistungshalbleitermodule 1 sind durch die struktu-
rierten Metallisierungen 203, 204 elektrisch miteinan-
der verschaltet. Die Verschaltung kann in prinzipiell
beliebiger Weise erfolgen, wie dies auch bei der Ver-
schaltung von auf herkdbmmlichen Leiterplatten mit-
einander verschalteten Bauelementen bekannt ist.

[0056] Beiderin der Fig. 4 gezeigten Schnittansicht
ist erkennbar, dass der Baugruppentrager 200 in ei-
nem Gehduse 300 angeordnet ist. Die Leistungs-
halbleitermodule 1 ragen aus dem Gehause 300 her-
vor, wodurch deren Kihlung durch ein umstrémen-
des Medium, beispielsweise Luft, ermdglicht wird.

[0057] Fig.5 zeigt eine Seitenansicht der Anord-
nung gemaf Fig. 4 mit Blick auf die Verbindungsste-
ge 96 der Kihlkorper 90. Die Leistungshalbleitermo-
dule 1 sind mittels eines Nut-Federsystems 301, 94 in
das Gehause 300 des Baugruppentragers 200 einge-
schoben und dort mit einer nicht naher dargestellten
Rastvorrichtung verrastet. Das Nut-Feder-System
301, 94 umfasst Nute 301, die bevorzugt am Gehau-
se 300 angeordnet sind, sowie Federn 94, die bevor-
zugt mit dem Leistungshalbleitermodul 1, besonders
bevorzugt mit dessen Kiihlkérper 90, befestigt sind
und in die Nute 301 eingreifen.

[0058] Ein gestrichelter, kreisférmiger Ausschnitt
des Nut-Feder-Systems 301, 94 ist in Fig. 6 vergro-
Rert und im Querschnitt dargestellt. Der Kihlkorper
90 weist an seinem oberen Ende zwei voneinander
beabstandete Fortsatze auf, die die Federn 94 des
Nut-Feder-Systems 301, 94 bilden. Die Federn 94
greifen in zwei entsprechend zueinander beabstan-
deten Aussparungen des Gehauses 300 ein, die die
Nute 301 bilden. Wie in Fig. 5 dargestellt, ist ein ent-
sprechendes Nut-Feder-System 94, 301 auch am un-
teren Ende des Leistungshalbleitermoduls 1 ange-
ordnet.

[0059] Bei dem Nut-Feder-System 94, 301 kdnnen
die Nute jedoch auch am Leistungshalbleitermodul 1
und die Stege 94 entsprechend umgekehrt auch am
Gehéause 300 angeordnet sein. Bei dem vorliegen-
den Ausfuhrungsbeispiel weist das Leistungshalblei-
termodul 1 an seinem oberen und seinem unteren
Ende jeweils zwei Nut-Feder-Paare 301, 94 auf. Je-
doch ist es ebenso maoglich, dass eine Seite des Leis-
tungshalbleitermoduls 1 nur ein oder gar kein solches

6/19



DE 10 2004 036 982 B4 2010.07.29

Nut-Feder-Paar 301, 94 aufweist.

[0060] Neben dem Nut-Federsystem 301, 94 zeigt
Fig. 6 noch ein weiteres Detail einer bevorzugten
Ausfuhrungsform eines erfindungsgemafen Leis-
tungshalbleitermoduls 1.

[0061] Dabei werden die Kiihlkdrperabschnitte 90a,
90b mittels einer Federklammer 95 an die in dessen
Hohlraum 91 eingeschobene und in dieser Ansicht
nicht erkennbare Leistungshalbleiter-Baugruppe 100
gedruckt, um einen guten thermischen Kontakt zwi-
schen dem Kihlkérper 90 und der Leistungshalblei-
ter-Baugruppe 100 herzustellen. Um ein Abrutschen
der Federklammer 95 in Richtung des Verbindungs-
stegs 96 zu verhindern, kann der Kihlkérper 90 Aus-
sparungen 97 aufweisen. Des weiteren kann der
Kuhlkérper 90, um ein Abrutschen der Federklammer
95 entgegen der Aufsteckrichtung zu verhindern, mit
Rastmulden 98 versehen sein, in die die Federklam-
mer 95 einrastet.

[0062] Fig.7a zeigt eine Draufsicht auf das Leis-
tungshalbleitermodul 1 auf die Seite, von der die Fe-
derklammer 95 aufgesteckt ist. Die Ansicht entspricht
im Wesentlichen dem in Fig. 3 gezeigten Leistungs-
halbleitermodul 1, wobei im Unterschied zu diesem
das Leistungshalbleitermodul 1 gemaf Eig. 7a mit ei-
ner Federklammer 95 versehen ist.

[0063] Bei dem Leistungshalbleitermodul 1 gemaf
Fig. 7a ist dartiber hinaus noch eine weitere Funktion
der Anschlage 92 erkennbar.

[0064] Durch das Aufschieben der Federklammer
95 auf den Kuhlkérper 90 werden die Kuhlkorperab-
schnitte 90a, 90b aufeinander zu gedriickt und an die
in den Hohlraum 91 eingeschobene Leistunghalblei-
ter-Baugruppe 100 angedriickt. Durch dieses Anein-
anderdricken der Kuhlkdrperabschnitte 90a, 90b
verkleinert sich der Abstand zwischen den Anschlage
92. Im Extremfall stofRen die beiden Anschlage 92 an-
einander an, so dass der in Fig. 3 dargestellte Spalt
93 geschlossen wird. Auf diese Weise lasst sich die
von der Federklammer 95 auf die Leistungshalblei-
ter-Baugruppe 100 ausgeubte Anpresskraft begrenz-
en. Die maximale Starke der Anpresskraft lasst sich
dabei durch die Grofe des Spaltes 93 bei nicht vor-
gespannten Kuhlkérperabschnitten 90a, 90b, d. h. in
der Ruhelage des Kihlkdrpers 90, einstellen.

[0065] Fig. 7b zeigt einen Abschnitt des Leistungs-
halbleitermoduls 1 gemaR Fig. 7a in Seitenansicht.

[0066] Der Kihlkérper 90 ist in dem fir die Feder-
klammer 95 vorgesehenen Montagebereich ausge-
spart, so dass Seitenflachen 99 am Kuhlkdrper 90
entstehen, die die montierte Federklammer 95 gegen
Verrutschen sichern.

[0067] Fig. 7c zeigt einen Querschnitt durch eine
Rastvorrichtung, mittels der ein erfindungsgemafes
Leistungshalbleitermodul 1 mit dem Gehause eines
Baugruppentragers verrastbar ist.

[0068] Das Gehause 300 weist auf seiner Oberseite
302 ein elastisches Gehauseelement 303 auf, das
mit einem Rasthaken 304 versehen ist. Beim Ein-
schieben des Leistungshalbleitermoduls 1 in den
nicht dargestellten Baugruppentrager rastet wird das
Gehauseelement 303 in Pfeilrichtung gebogen, so
dass dessen Rasthaken 304 in eine im Kuhlkérper
90, beispielsweise in dessen Feder 94 ausgebildete
Rastmulde 94a einrasten kann.

[0069] Um das Leistungshalbleitermodul 1 zu de-
montieren, muss lediglich das elastische Gehausee-
lement 303 in Pfeilrichtung nach oben gezogen wer-
den, um die Rastverbindung zu l6sen.

[0070] Die Rastmulde 94 kann an einer beliebigen
geeigneten Stelle des Kiihlkérpers ausgebildet sein.
Ebenso ist es moglich, eine entsprechende Rastvor-
richtung derart auszugestalten, dass der Rasthaken
an einem elastischen, am Kuhlkérper befestigten
Element angebracht ist, wahrend eine Rastmulde am
Gehause 300 oder am Baugruppentrager angeord-
net ist.

[0071] Fig. 8 zeigt eine bevorzugte Ausflihrungs-
form eines zur Aufnahme mehrere Leistungshalblei-
termodule 1 vorgesehenen Baugruppentragers. Die
Anordnung ist derart ausgestaltet, dass mehrere
gleichartige Leistungshalbleitermodule 1 zueinander
parallel geschaltet werden kénnen.

[0072] Der Baugruppentrager umfasst erste 311a,
zweite 312a, dritte 343, vierte 325, fiinfte 323, sechs-
te 324, siebte 333, achte 311b und neunte 312b
Sammelleiter. Steckt man ein erfindungsgemales
Leistungshalbleitermodul 1, dessen Leistungshalblei-
ter-Baugruppe 100 gemaf den Eig. 2a-Fig. 2¢ aus-
gebildet ist, in den Baugruppentrager gemal Fig. 8,
so kommt es jeweils paarweise zu elektrischen Kon-
taktierungen zwischen den Abschnitten 101b, 103a,
103b, 113 und 101a und den Sammelleitern 311a,
323, 324, 333 und 311b, d. h. A 101b mit S 311a, A
103a mit S 323, A 103b mit S 324, A 113 mit S 333
und A 101a mit S 311b, wobei "A” flir Abschnitt und
*S” fir Sammelleiter steht.

[0073] Entsprechend kommt es bei den Abschnitten
102b, 102¢, 123, 103¢c und 102a der strukturierten
Metallisierung 54 gemal Fig. 2c und den Sammellei-
tern 312a, 343, 325, 323 und 311b jeweils paarweise
zu elektrischen Kontaktierungen, d. h. A 102b mit S
312a, A 102c mit S 343, A 123 mit S 325, A 103c mit
S 323 und A 102a mit S 311b.

[0074] An den betreffenden Kontaktstellen sind je-
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weils Anschlusskontakte mit nicht dargestellten Kon-
taktfedern angeordnet, wie sie anhand von Fig. 3 be-
schrieben sind. Dabei weisen die ersten Sammellei-
ter 311a bzw. die zweiten Sammelleiter 312a bzw. die
achten Sammelleiter 311b und die neunten Sammel-
leiter 312b mit Kontaktfedern versehene Anschluss-
kontakte 313 bzw. 314 auf. Entsprechende An-
schlusskontakte der Sammelleiter 343, 325, 323, 324
und 333 sind allgemein mit dem Bezugszeichen 350
versehen. Der Aufbau aller Anschlusskontakte 313,
314, 350 entspricht dem Aufbau der in Fig. 3 darge-
stellten Anschlusskontakte 205 bzw. 206 mit ihren
Kontaktfedern 207 bzw. 208.

[0075] Wahrend die einander gegentberliegenden
Anschlusskontakt-Paare aus den Anschlusskontak-
ten 313 und 314 elektrisch voneinander getrennt
sind, sind einander gegenuberliegende Anschluss-
kontakte 350, die ein Paar bilden, dessen Kontaktfe-
dern einander zugewandt sind, elektrisch leitend mit-
einander verbunden.

[0076] Die ersten 311a, zweiten 312a, dritten 343,
vierten 325, fliinften 323, sechsten 324, siebten 333,
achten 311b und neunten 312b Sammelleiter konnen
beispielsweise als stabile metallische Stromschienen
ausgebildet sein, die mit den entsprechenden An-
schlusskontakten und Kontaktfedern versehen sind.
In diesem Fall besteht der Baugruppentrager im we-
sentlichen aus den ersten 311a, zweiten 312a, dritten
343, vierten 325, flinften 323, sechsten 324, siebten
333, achten 311b und neunten 312b Sammelleitern.

[0077] Ebenso ist es jedoch mdglich, dass diese
Sammelleiter als Metallisierungen einer Leiterplatte
entsprechend dem in Fig.3 dargestellten An-
schluss-System ausgebildet sind. Der Baugruppen-
trager besteht in diesem Fall aus der die Metallisie-
rungen 203, 304 aufweisenden Leiterplatte 200.

[0078] Bei den ersten und zweiten bzw. achten und
neunten in Fig. 8 dargestellten Sammelleitern 311a
und 312a bzw. 311b und 312b ist zu beachten, dass
der zweite Sammelleiter 312a in der vorliegenden
Ansicht hinter dem ersten Sammelleiter 311a ange-
ordnet ist und von diesem teilweise verdeckt wird.
Entsprechend ist der neunte Sammelleiter 312b hin-
ter dem achten Sammelleiter 311b angeordnet und
wird teilweise von diesem verdeckt.

[0079] Der erste und zweite Sammelleiter 311a,
312a sowie der achte und der neunte Sammelleiter
311b und 312b sind jeweils voneinander beabstan-
det, bevorzugt ist zwischen den jeweils voneinander
beabstandteten Sammelleitern 311a und 312a bzw.
311b und 312b ein Trager angeordnet, auf dem alle
in Eig. 8 dargestellten Sammelleiter befestigt sind.

[0080] Die Steckplatze fiir die erfindungsgemalfien
Leistungshalbleitermodule 1 sind in Eig. 8 gestrichelt

angedeutet.

[0081] Die erfindungsgemalen, steckbaren Leis-
tungshalbleitermodule 1 kdnnen in beliebiger Weise
abgewandelt werden. Deren Leistungshalblei-
ter-Baugruppen 100 sind dabei nicht auf die in den
Fig. 2a-Fig. 2c dargelegte Ausfihrungsform be-
schrankt. Generell ist es jedoch vorteilhaft, wenn die
mit einem Anschluss-System gemaR Fig. 3 zu kon-
taktierenden Abschnitte 101a, 113, 103b, 103a und
101b der strukturierten ersten Metallisierung 53 der
in Fig. 2a dargestellten Leistungshalbleiter-Baugrup-
pe 100 sowie die ebenfalls mit dem Anschluss-Sys-
tem gemal Fig.3 zu kontaktierenden Abschnitte
102a, 103b, 123, 102c und 102b der strukturierten
zweiten Metallisierung 54 der in Fig. 2c dargestellten
Leistungshalbleiter-Baugruppe 100 im Randbereich,
d. h. nahe eines Randes 50a des Tragers 50 einan-
der gegenuberliegend angeordnet sind. Diese Anord-
nung der betreffenden Abschnitte 101a, 113, 103b,
103a, und 101b bzw. 102a, 103b, 123, 102c und
102b der Metallisierungen 53 bzw. 54 erleichtert die
elektrische Kontaktierung mit dem beschriebenen
Anschlusssystem.

[0082] Die in einem Baugruppentrager miteinander
verschalteten, erfindungsgemafien Leistungshalblei-
termodule 1 missen nicht notwendigerweise parallel
verschaltet werden. lhre Verschaltung ist prinzipiell
beliebig und kann insbesondere mittels Leiterbah-
nen, wie sie die Metallisierungen 203, 204 der ersten
bzw. zweiten Seite 201 bzw. 202 des in Fig. 7a dar-
gestellten Baugruppentragers darstellen, in beliebi-
ger Weise erfolgen. Insbesondere ist es auch mog-
lich, entsprechend der beschriebenen Weise unter-
schiedliche Leistungshalbleitermodule 1 auf einem
gemeinsamen Baugruppentrager miteinander zu ver-
schalten.

Bezugszeichenliste

1 Leistungshalbleitermodul
10 Erster IGBT

10a-e IGBT-Chip des ersten IGBT
11 Emitter des ersten IGBT
11a—e Emitter-Anschlisse

12 Kollektor des ersten IGBT
13 Gate des ersten IGBT
13a-e Gate-Anschlisse

20 Zweiter IGBT

20a-e IGBT-Chip des zweiten IGBT
21 Emitter des zweiten IGBT
21a-e Emitter-Anschlisse

22 Kollektor des zweiten IGBT
23 Gate des zweiten IGBT
23a-e Gate-Anschlisse

30 Erste Diode

30a-e Dioden-Chips

31 Andode der ersten Diode
31a-e Anoden-Anschlisse
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32

40
40a-e
41
41a-e
42

50
50a
50b
51

52

53

54

61

62

71

72
73-76
80

81, 82
90
90a, 90b
91

92

93

94
94a
95

96

97

98

99
100
101

101a—c
102
102a—c
103
103a—-e
111
113
121
123
200
201

202
203

DE 10 2004 036 982 B4 2010.07.29

Kathode der ersten Diode

Zweite Diode

Dioden-Chips

Andode der zweiten Diode
Anoden-Anschliusse

Kathode der zweiten Diode

Trager

Erster Rand des Tragers

Kontaktleiste

Erste Seite des Tragers

Zweite Seite des Tragers
Metallisierung auf der ersten Seite des
Tragers

Metallisierung auf der zweiten Seite des
Tragers

erster Gate-Widerstand

zweiter Gate-Widerstand

erste Isolierfolie

zweite Isolierfolie

Verbindungsleitung

warmeleitende Isolierschicht
elastischer, warmeleitender Isolator
Kihlkorper

Kihlkdrperabschnitte

Hohlraum des Kuhlkorpers

Anschlag

Spalt

Feder

Rastmulde

Federklammer

Verbindungssteg

Aussparung

Rastmulde

Seitenflache
Leistungshalbleiter-Baugruppe

erster Anschlusskontakt (Eingang posi-
tive Briickenspannung)

Abschnitt des ersten Anschlusskontak-
tes

zweiter Anschlusskontakt (Eingang ne-
gative Brickenspannung)

Abschnitt des zweiten Anschlusskon-
taktes

dritter Anschlusskontakt (Lastan-
schluss)

Abschnitt des dritten Anschlusskontak-
tes

vierter Anschlusskontakt (Emitteran-
schluss oberer Halbbriickenzweig)
funfter Anschlusskontakt (Steueran-
schluss oberer Halbbriickenzweig)
sechster Anschlusskontakt (Emitteran-
schluss unterer Halbbriickenzweig)
siebter Anschlusskontakt (Steueran-
schluss unterer Halbbriickenzweig)
Baugruppentrager

Erste Seite des Baugruppentragers
Zweite Seite des Baugruppentragers
Metallisierung der ersten Seite des Bau-
gruppentragers

204 Metallisierung der zweiten Seite des
Baugruppentragers

205 Anschlusskontakt

206 Anschlusskontakt

207 Kontaktfeder

208 Kontaktfeder

209 Durchkontaktierung

300 Gehause

301 Nut

302 Oberseite des Gehauses

303 Elastisches Gehauseelement

304 Rasthaken

311a erster Sammelleiter

311b achter Sammelleiter

312a zweiter Sammelleiter

312b neunter Sammelleiter

313 Anschlusskontakt mit Kontaktfeder von
erstem Sammelleiter

314 Anschlusskontakt mit Kontaktfeder von
zweitem Sammelleiter

323 funfter Sammelleiter

324 sechster Sammelleiter

325 vierter Sammelleiter

333 siebter Sammelleiter

343 dritter Sammelleiter

350 Anschlusskontakte mit Kontaktfedern

Patentanspriiche

1. Leistungshalbleitermodulsystem umfassend
— einen Baugruppentrager (200), der ein Gehause
(300) aufweist, sowie mehrere Steckplatze, in die je-
weils ein Leistungshalbleitermodul (1) eingesteckt
werden kann; und
— ein Leistungshalbleitermodul (1), das eine Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe (100) und einen Kihlkor-
per (90) umfasst,
wobei die Leistungshalbleiter-Baugruppe (100) einen
Trager (50) mit zwei einander gegenuberliegenden,
jeweils eine Metallisierung (53, 54) aufweisende Sei-
ten (51, 52) umfasst, auf denen jeweils wenigstens
ein Leistungshalbleiterbauelement (10a-e, 20a-e,
30a-¢, 40a—€) angeordnet ist,
(b) die Leistungshalbleiter-Baugruppe (100) zu ihrer
elektrischen Kontaktierung steckbare Anschlusskon-
takte (101a, 113, 103b, 103a, 101b, 102a, 103c, 123,
102¢, 102b) aufweist, mit welchen das Leistungs-
halbleitermodul (1) in den Baugruppentrager (200)
einschiebbar ist, wobei
(c) der Kuhlkorper (90) einen ersten Kuhlkdrperab-
schnitt (90a) und einen zweiten Kihlkérperabschnitt
(90b) sowie einen zwischen diesen Kuhlkdrperab-
schnitten (90a, 90b) angeordneten Raumbereich
(91) aufweist, in den die Leistungshalbleiter-Bau-
gruppe (100) zumindest teilweise einfihrbar ist, so
dass zumindest eines der Leistungshalbleiterbauele-
mente (10a—e, 20a—e, 30a-e, 40a—e) mit dem Kiihl-
korper (90) in thermischem Kontakt steht, und wobei
(d) der Kuhlkérper (90) einen Teil einer Rastvorrich-
tung (94a) aufweist, dessen korrespondierender Teil
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(303) ein Bestandteil des Gehauses (300) ist.

2. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 1, bei dem der erste Kihlkérperabschnitt
(90a) und der zweite Kuhlkoérperabschnitt (90b) aus-
gehend von einer Ruhelage des Kiihlkorpers (90)
elastisch um diese Ruhelage aufeinander zu und
voneinander weg biegbar sind.

3. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 2, bei dem der erste Kihlkérperabschnitt
(90a) einen ersten Fortsatz (92) aufweist, der sich in
den Raumbereich (91) hinein und in Richtung des
zweiten Kuhlkérperabschnittes (90b) erstreckt.

4. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 3, bei dem der erste Fortsatz (92) einen An-
schlag fur die in den Raumbereich (91) einfuhrbare
Leistungshalbleiterbaugruppe (100) darstellt.

5. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 3, bei dem der erste Fortsatz (92) einen An-
schlag zur Biegebegrenzung der aufeinander zu ver-
bogenen ersten und zweiten Kuhlkérperabschnitte
(90a, 90b) darstellt.

6. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der Anspriche 3 bis 5, bei dem der zweite Kihlkor-
perabschnitt (90a) einen zweiten Fortsatz (92) auf-
weist, der sich in den Raumbereich (91) hinein und in
Richtung des ersten Kihlkérperabschnittes (90a) er-
streckt.

7. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 6, bei dem der erste Fortsatz (92) und der
zweite Fortsatz (92) derart einander gegeniberlie-
gend angeordnet sind, dass sie einen Anschlag zur
Biegebegrenzung der aufeinander zu gebogenen
ersten und zweiten Kihlkérperabschnitte (90a, 90b)
darstellen.

8. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 6 oder 7, bei dem der zweite Fortsatz (92) ei-
nen Anschlag fur die in den Raumbereich (91) ein-
fuhrbare Leistungshalbleiterbaugruppe (100) dar-
stellt.

9. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriiche, bei dem der erste
und der zweite Kihlkdrperabschnitt (90a, 90b) mit-
tels eines Steges (96) miteinander verbunden sind.

10. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriiche, bei dem der erste
und der zweite Kuhlkdrperabschnitt (90a, 90b) ein-
stlickig ausgebildet sind.

11. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriche mit einer auf Feder-
klammer (95), zum Anpressen des ersten und des

zweiten Kuihlkérperabschnittes (90a, 90b) an die
Leistungshalbleiter-Baugruppe (100).

12. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 11, bei dem zumindest ein Kuhlkorperab-
schnitt (90a, 90b) eine zum Einrasten der Federklam-
mer (95) vorgesehene Rastmulde (98) aufweist.

13. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriiche, bei dem die Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe (100) eine Kontaktleiste
(50b) aufweist, auf der die Anschlusskontakte (101a,
113, 103b, 103a, 101b, 102a, 103c, 123, 102c, 102b)
angeordnet sind.

14. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriiche, bei dem die elektri-
sche Kontaktierung von auf der Leistungshalblei-
ter-Baugruppe (100) angeordneten Bauelementen
mittels einer Folientechnik hergestellt ist.

15. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriiche, bei dem auf zumin-
dest einer Seite (51, 52) des Tragers (50) einer Leis-
tungshalbleiter-Baugruppe (100) ein elastischer, war-
meleitender Isolator (81, 82) angeordnet ist.

16. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriiche, bei dem der Raum-
bereich (91) als mit einer Offnung versehener Hohl-
raum (91) ausgebildet ist, wobei die Leistungshalblei-
ter-Baugruppe (100) durch die Offnung in den Hohl-
raum (91) einflhrbar ist.

17. Leistungshalbleitermodulsystem nach einem
der vorangehenden Anspriiche, bei dem zwischen
der Leistungshalbleiter-Baugruppe (100) und dem
Kihlkoérper (90) eine warmeleitende Isolierschicht
(80) angeordnet ist.

18. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 1, bei dem die Rastvorrichtung als Rasthaken
(304) ausgebildet ist.

19. Leistungshalbleitermodulsystem nach An-
spruch 1, bei dem die Rastvorrichtung als Rastmulde
(94a) ausgebildet ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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